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Rocky — Cristallisation d

monocristaux par Kyropoulos

o

Fonctions

Cristallisation de silicium et de matériaux semiconducteurs ou
isolants (oxydes) sous forme de lingots monocristallins en creusets
graphite ou silice

Compatible avec les procédés Czochralski, Solidification dirigée et
Kyropoulos

Pression de travail ajustable de 10 a 1000 mbar

'\ 3 zones de chauffages permetant une maitrise fine des conditions

Seed support )
Seed reflexion back thermiques

Fonctionnement continu sur plusieurs jours, détection de défauts et
mise en sécurité automatique

Performances/Capacités

Enceinte inox double paroi : ®=8ocm, h=8ocm, vide
secondaire/primaire/atmosphérique

Creusets silice ou graphite : 10-40kg de capacité (Omax=40cm soit G1
et G2)

Automate de contrdle et de régulation du procédé
Injection d’Ar et d'O2 sur circuit de distribution dédié

Canne de tirage avec 5ocm de débattement verticale et vitesse de
rotation ajustable

Balance de précision haute capacité (6okg) pour le suivi en direct de
la cristallisation

3600mm

Systéme inductif pour le chauffage supérieur et résistif pour les
chauffages inférieur et latéraux

Enregistrement en continu des paramétres du procédés
(températures dans la chambre, température et débits d'eau de
refroidissement, puissances...)

Argon qualité 6.0

Détection O2

Générateur Huttinger BIG 20/20 20 kW
Alimentation continue Micronics System 30V-1000A
Eau recyclée + sécurité eau ville

Simelt Coffret prises tri+mono

Down heater Pompe a vide primaire + pompe turbo

Heat exchanger Volume de la chambre : 1 m3

Insulating
Casing [

Top heater
Seed

Contours of Staic Temperature (c)
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